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修士論文題 目アブス トラクト

10. FexCo卜 xSiの磁化と強制体積磁歪

細 井 敦 夫

遍歴電子強磁性体の一つであるFe∬Col_u Siについて,磁化測定及び強制体積磁歪の測定

を行なったところ,

(1) 自発磁化の温度変化は StonerモデルよりSCR理論の方がよい記述 を与える,

(2)キュリー温度以上の強制体積磁歪は磁化の自乗にほぼ比例し,

大きな磁気体積結合係数が得 られた｡

ll. ElectricalPropertiesandAugerAnalysisof

A1203-NativeOxideJnPInterfaces

福 田 充 広

TheinterfacialpropertiesofbothAl-A1203lnativeoxide-ImpMISdiodesandA1-A1203･InP

MISonesareinvestigatedbyusingCaPaCitancevoltagemethodandAugerelectronspectroscopy.

NativeoxideisfabricatedintentionallybyemployingtheoxidationprocesswithHNO,at750C

underilluminationandtheAl203filmisobtainedbyelectronbeamevaporationofsapphre.The

plnnlngpositionofsurfaceFermilevelforthediodewithintentionalnativeoxideisdifferentfrom

thatfb∫thediodewithoutintentionalnativeoxide.Intheformerdiode,phosphoruspenetratesdeep

insidetheoxidelayerandinthelatter,theindiumdeficientregionexistsjustadjacenttoImpbulk.

TheoriginofsurfacestageswhichcausethedifferenceinFermillevelpinningpositionisdiscussed

onthebasisoftheresultsofAugerAnalysis.
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